
芯片型号 引脚定义

芯片电  

源 VDD

NC 悬  

空不接

PWM 调 

光脚

模拟调

光脚  

DIM

接 LED 阴

电压反馈 

脚

电流设定 

脚

芯片地  

GND

LC1160

( ESOP8 )
1 2 3 4 5 6 7 8/9

LC1162B

(PDFN5*6-8L)
2 7 3 4 5 8 6 1/9

★过热保护功能

★可 PWM 调光功能，最高频率 16KHz

★简单好用，没有 EMI/EMC 干扰   

★外围元器件少，整体成本低

  

★具有很低静态电流60uA

★输出电流精度： ±5%

★可多路并联使用，扩展功率 

★ VDD 工作电压：2.5- 40V

底 部 散 热 PAD   

接 GND 脚
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LC1160/1162B 型号 IC 采样基准 Vcs 值为 100mV。LED 电流为：  ILED=Vcs/Rcs±5%

 

a)    芯片采用 CMOS 工艺，工作电压为 2.5-40V；

b)    VDD 极限电压为 44V，建议设计值在 40V 以内；

c)    VDD 内部稳压电路，输入电解电容尽量靠近 VDD 引脚，或增加瓷片电容；

d)    内置 MOS 管的 LC1160 为 ESOP8 封装，IC 最大散热功耗 Pd=0.8W，  极限电流为 1.5A。

内置 MOS 管的 LC1162B 为 PDFN5*6-8L 封装，IC 最大散热功耗 Pd=1.5W，极限电流为 1.5A。

使用内置 MOS 管芯片时，IC 的温升会比外置 MOS 高，为了高可靠性，我司建议的最大输 

出电流测试芯片温度最大 105℃ ，当然，若客户使用铝基板，保证芯片的温升在可控范围以内 

输出电流可设计在极限参数值，若超过芯片极限电流，芯片温度超高，模块在装入灯具腔体之 

后， 由于灯具腔体的温度高，可能触发到芯片的过热保护结温点 120℃。

e)    芯片极限焊接温度为 240℃ (时间小于 30S) 。

   

  

从 LC1160/1162B 的规格书中可知，LC1160/1162B 的 VDD 内部内置高压稳压电路,输入在不超过   

芯片耐压使用情况下，输入电压值不超过 40V， 同样也不能低于 VDD 的工作电压值。

现我们介绍可稳定给 VDD 供电的方式：

a)由于内部内置高压启动电路，高于工作电压 (2.5V) 且低于建议值电压 (40V) 时，可直   

接给 VDD 供电

b) 高于建议值电压 (40V) 时，则需要加启动电阻和外部稳压管 (12V)

型号 输入电压
芯片 VDD  

电压
输出电流

输出功 

率
驱动方式 效率 调光方式 封装

LC1160 2.5-40V 2.5-40V ≤1.5A 大于 5W 内置 MOS ≤99% PWM/模拟 ESOP8

LC1162B 2.5-40V 2.5-40V ≤1.5A 大于 5W 内置 MOS ≤99% PWM/模拟
PDFN5*6-8 

L
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一个是输入电解电容尽可能的靠近 VDD 引脚，否则需要增加靠近 VDD 与 GND 之间的旁路电 

容；另一个是对 LC1160/1162B 的散热焊盘设计。并非只和输出电流有关系，就可以无论

多 少输入、输出压差都可以获得设定的输出电流，关键问题是，所产生的热耗散要不会

触发 LC1160/LC1162B的内部OTP过温度保护 140℃。LC1160/1162B的过温度保护触发是对

内部wafer 的结温超过 140℃。

启动电阻

稳压管
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发热一般是取决于压差和输出电流的乘积。一般地，Pd= (Vin-VLED) *ILED。而 ESOP8 的 

极限散热能力为 0.8W。例如，当输入电压为 5V，输出单个红色 LED 的 Vf 值为 2.2V，想要输出 

350mA，则耗散功率 Pd= (Vin-VLED-0.1v) *ILED= (5v-2.2v-0.1v) *0.35A=0.945w。因此，单 

个 LC1160 来实现整机电路肯定不可能，所以需要改为 LC1162B/最大功耗为 1.5W。但如果采

用 额外的大面积铺铜等散热方式，或者采样大面积的铝基板或者铜基板作为 PCB 材质，则是

有可 能的，一般以实际板上温升不超过 55℃(最大 85℃的 工作温度，55+85=140℃的芯片结

温，这 样芯片才不会触发 OTP 过热保护)。

     

主要布线注意事项如下：

1   IC 的 VDD 旁路电容 C3 要靠近 IC 的 VDD 和 GND 脚；

2   DIM 脚内部有上拉电阻，若不做调光时，DIM 脚可悬空；

3   CS 电阻要靠近 IC 的采样信号脚，要接到输入电容 C1 之后，避免噪声干扰；

4   功率大电流回路走线要粗，短线，面积小；

5   同样考虑芯片耗散功率的问题：LC1160 为 ESOP8 封装，极限散热能力为 750mW。芯片过热保 

护 OTP 触发点为芯片内部结温 140℃ ，Pd= (Vin-Vo-Vcs) *Io，使用 LC1160 芯片，例如输入电压为 

4.2V，输出为 3V，输出电流 1A 时，Pd= (4.2-3-0.1)V*1A=1.1W。因此单个 LC1160 来实现 1A 的输出 

电流不可能实现，但是采用额外的大面积铺铜，或者采用大面积的散热铝基板。
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多路并联使用中，需遵循以下几个基本的原则：

A 、每个芯片的外围器件是不能省略掉

多个芯片并联使用时，使用单个 VDD 旁路电容时注意布线时，电容尽可能靠近所有芯片的 VDD 
脚，这样对芯片的采样电流和抗干扰性会好，如果允许可在每个芯片的 VDD 上并联旁路电容， 

效果达到最优。

每个芯片的 CS 电阻必须使用，不可把不同芯片的 CS 脚并联接在一起。

B 、使用同等电流输出的芯片并联使用

这样做的目的是使每路的发热量是均匀的，如果使用不同等输出电流的芯片，可能会造成多路 

并联中的电流大的一路过热，进入过热保护降低电流。

例如：客户要输出 2A 的电流，可通过采样电阻设置每个电阻一样，如采用芯片

LC1162B,R2=R2A=R3=R3A=0.2R±1% ，则每路输出电流为 1A ，使每个芯片的耗散功率一致，

温 升一致。

       

在 LED 恒流方案中，经常会有 PWM 调光的需要，调节 LED 灯的亮度或者颜色而 PWM 调光信号的 

频率，在使用中需要注意。

a)PWM 的信号在接传输到 DIM 引脚， 由于芯片内部运放、检测和驱动需要建立时间，所以 

在 MCU 发出PWM 信号，到 DIM 接收到信号并且芯片做出相应的比例调节时，有一定的延

   

通过 LC116X 的典型应用电路可知，芯片的工作电压范围为 2.5-40V。所以输入电压的极限电压 

值小于 40V，要得到更大的电流，可按如下电路进行多个并联使用。(2 路 LC1162B 并联共正使用)：
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控制器输出的 PWM 信号串入一个电阻 R1，在接到 DIM 引脚，DIM 对 VSS 接一个 10K 下拉电阻。 

在此需要注意

① 、LC116X 的 DIM 引脚内部并无上拉或下拉。因此，对于使用 MCU 一类的驱动 IC， 由于 MCU 在上电 

瞬间会有一个持续达数ms 的上电复位时期，而此时 I/O 口通常处于不确定的悬浮态。 由于 LC116X 

在 PWM 大于 1.1V 即判断为高电平， 因而当 I/O 口处于不确定态时，特别需要一个下拉或上拉，来确 

保 LC116X 在这段时间确定工作在某个状态。否则，在那些 Vin 输入电压特别高的情形下，容易因为 

数 ms 时间的不确定态，烧毁 LED 灯串。因而，在使用MCU 调光时，我们不建议客户使用如下电路：

为保证调光的线性度和调光比，需要条件：调光频率 FPWM ≤10KHz，这样在 PWM 信号为高时， 

50%占空比，芯片有 5 个完整的开关周期，这样，才能保证输出电流比例和 PWM 占空比信号 

比例保持基本一致，和上图会基本吻合，默认调光频率设置在 200Hz-16KHz，用 16KHZ 的 

PWM 调光频率时最小脉宽可响应 1%。

b)通常 PWM 调光的接线电路：

迟时间，而这段延迟时间可能会造成 PWM 调节比例上的差别，PWM 信号的频率越高，延 

迟时间相对在开关工作周期内占的比重会越大，正常调光信号对应的输出电流比例应为 

1 :1 的比例关系
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② 、关于 PWM 信号的串联限流电阻器 R1。

一般情况下，该电阻器 R1 是不需要的。特别是很多 MCU 与LC116X 是的 DIM 最大电压接近，甚至 

是同一个电压供电的情况下 (譬如共同由某个 LDO 输出的 5.0v) 。但是在某些情况下，这需要增加 

串联电阻器。当 MCU 采用比 LC116X 更高的供电电压时，这就需要使用 R1 串联限流电阻器。由于 LC116X 

的 DIM 引脚是一个高阻抗输入引脚 ，并不会吸入大电流。但是，一般来说，芯片内部引脚对 Vdd 均 

会有个反向的 ESD 二极管，若芯片Vdd 除外的其他引脚电压超过 Vdd 达到 0.3V 以上，则内部 ESD 二 

极管会导通，继而损坏芯片内部电路，造成不可逆的损伤。所以在使用过程中，若 PWM 信号电压高电 

平电压超过极限 7V 时，为保证 LC116X 稳定工作。为此，需要串入一个 1KΩ的 R1 来避免此问题。

     

在 LED 恒流方案中，除了进行 PWM 调光外，还有一些需要进行模拟调光， 比如使用可调电阻， 

或者使用开关进行档位调节，由于加 PWM 调光增加的成本多(需要增加 MCU 和外围元器件)，所 

以经常会使用到模拟调光。

我司芯片的 DIM 脚可以使用模拟调光的功能，不需要外部增加调光电路，如下电路所示可实现 

模拟调光的需要，在使用中需要注意。
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LC116X 内置模拟调光功能。通过在 DIM  脚施加 0. 1~ 1. 1V  的模拟电压 VDIM ，可以调节 LED      
电流。当 VDIM  电压大于 1. 1V ，则输出保持最大电流工作。不使用模拟调光时悬空 DIM 脚即为全 

亮输出。

  

参数计算器分为两个步骤

一.橙色部分填入，①输入参数、输出参数和 IC 选择

一、蓝色部分系统自动计算出相关的数值范围：

②根据橙色输入部分自动预选型 IC；

③根据橙色输入部分计算压差带来的最大损耗；

④根据橙色输入部分计算出 IC 功耗(W)；

⑤系统自动计算出CS 采样电阻总值和电阻的总功耗，以便客户根据电阻的功耗和电阻值来选择是 

用哪种封装的电阻(0805/0.125W，1206/0.25W)；

⑥根据芯片计算出DIM 脚 PWM 调光频率 FDIM (K)和模拟调光电压有效范围，推荐使用的 PWM 调光频 

率范围；

⑦系统自动进行方案可靠性预估，方便客户评估方案风险。

二、使用参数计算器实例演示：

以我司提供的 LC116X 的 DEMO，演示如何使用《LC116X 外围参数计算器》

输入电压最小值

(V)

输入电压最大值

(V)

输出电压值

(V)
输出电流值(A)

12 13 11.5 0.8
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④系统自动计算出 CS 电阻值和电阻功耗，根据计算值选择电阻封装

⑤系统自动计算出 DIM 脚 PWM 调光频率和模拟调光电压有效范围

①填入输入电压和输入电流、填入输出电压和输出电流参数

②根据系统自动预选型 IC，根据实际选择芯片型号和封装

⑥系统自动计算出压差带来的最大损耗

③系统自动计算选择芯片型号的功耗

⑦系统自动计算方案可靠性预估
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1   根据《LC116X 外围参数计算器 V2.0》初步计算外围参数：挑选合适的 IC               2   

根据输入电压值选择启动电阻和封装。

3   根据输出电流值选择采样电阻和封装。

4   DC 输入时，输入电容容量选择初步应为 3~5uF/W；AC 输入时输入电容的容量选择初步应为 

30~50uF/W；输出电容可接或不接，接上输出电容可降低 LED 灯珠的纹波；

5   根据参数焊接好模块，首先测试输出空载电压和输入电压是否基本一致；

6   空载正常后，断电，接上负载测试(切不可先输入上电，再接输出灯载， 由于先上电空载 

电压高，接负载时会烧坏灯珠)。

三、使用说明书的参数预判，可排除客户使用此芯片时可能出现的现象，出现如下提示对应的措 

施为：

①换大功率的 IC ，增大可承受功耗。

②减小输出电流，减小应用的损耗。

广晟微半导体(深圳)有限公司                                                 
GSMICRO SEMICONDUCTOR(Shenzhen)Co.,LtG  12 of 13
Tel:0755-23590775 15361859386 http://www.gs-micro.com

 LC116X应用手册 V02



  

① Q:多路 IC 并联使用时 (IC 输出连在一起) 注意问题

A：

1. VDD 电容要靠近 IC 引脚，且 2 个 IC 或多个 IC 共用 1 个 VDD 电容时更需注意 VDD 旁路电容  

的摆放，尽可能贴近每个芯片的 VDD，建议使用每个 IC 使用独立的 VD 旁路电容。

2. CS 采样电阻要靠近 CS 引脚且靠近输入电容负极。

3. LED 负极散热面积可以铺铜加大，芯片到 PCB 板的热阻会下降，有助于芯片散热。

4. 铺地仅在输入电容负极分散出铺地，不可所有的地线全部铺一起，避免不必要的干扰。

② Q:模块效率低，IC 或 MOS 管发热严重

A：从线性恒流 IC 特性可知道输入电流=输出电流，而工作效率η=输出电压/输入电压，所以压差 

过大时会导致效率过低且模块发热量大，可通过参数计算器，大约估算最大损耗多少瓦，从参数计算 

器中也可预知是否超额定功率，造成芯片或者 MOS 管发热。

③ Q:PWM 调光过程中调光线性度和调光比不理想。

A:调光频率设置在 20K 以上会造成 IC 的调光频率调光线性度和调光比不理想，所以建议调光频  

率设置在 16KHz 以内，调光频率越低，调光线性度会越好，500Hz 的调光频率比 1KHz 理想，200Hz  

比 500Hz 更理想，低于 200Hz 的调光可能进入人眼的频闪范围以内，不建议低于 200Hz 调光频率，  

当然过低的调光频率会造成输出灯上的纹波电流变大，导致用相机拍摄会有频闪现象。常规豁免灯  

频闪的要求是达到 3KHZ 以上的 PWM 调光频率。
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